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１．概要（Summary） 

シリコンウエハの洗浄技術は、RCA 洗浄を始め多くの

研究が行われ、その方法が確立されてきた[1]。我々が開

発している MEMS プロセスにおいては、将来的にウエハ

上の構造物にできるだけダメージを与えず、且つ汚染物

質を充分に除去できる洗浄方法を求める必要があった。

そこで我々は、パターニングしたレジストを各種方法で除

去した後のウエハ表面の清浄度を明らかにすることを目

的として研究を行った。清浄度を評価するためには、一般

的にウエハ表面に存在している元素の解析を行う必要が

あるが、レジストの主成分原子は炭素であり、解析装置の

ノイズなどのため上手く観察することができなかった。この

問題に対し、レジスト除去後のウエハ表面の疎水・親水性

を清浄度の指標として利用することで、各種洗浄方法の

効果を評価した。その中で O2アッシング、アセトン、60°C

の硫酸過水による洗浄は、ウエハ表面の何らかの膜を除

去しきれないことを明らかにした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エッチングチャンバー群一式、両面アライナ露光装置

群一式、レーザ描画装置 

【実験方法】 

洗浄効果を確認するための評価サンプルとして、6 イン

チシリコンウエハにレジストパターニングを行った。レジスト

は OFPR-800LBを用い、膜厚が 2 mになるように成膜

し、露光・現像プロセスにより格子状のパターニングを施し

た。最後に 90°C 20 分の通常より低温の条件でポストベ

ークを行った。 

 上記製作したウエハに対して、以下に述べる方法・薬剤

を用いてレジスト除去を実施した。すなわち、O2 アッシン

グ・アセトン・100°Cの1165剥離液・常温の硫酸・60°Cの

硫酸過水・110°C の硫酸過水である。レジスト除去後、ウ

エハの純水洗浄を行って、ウエハ表面を肉眼で観察し、レ

ジストがパターニングされていた部分の撥水性を観察した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 O2 アッシングによってレジストを除去したウエハを純水

洗浄した後の表面状態を Fig.1 に示す。格子状のレジス

トが形成されていなかった四角開口の部分のみが選択的

に親水性になっていることがわかる。これによりレジストが

形成されていた部分には何らかの疎水性の膜が存在し

ていることがわかった。同様に、アセトン及び 60°C の硫

酸過水による洗浄後も同様の現象が見られた一方、その

他の洗浄方法ではそのような現象は見られなかった。 

 

 
Fig. 1 Wafer image after removing photolitho resist 
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